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［はじめに］現在、ミニマルファブ推進機構を中心に開発を進めているミニマルファブの加熱装

置の一つに、レーザ光をウェハに面で照射し加熱するレーザ加熱がある。従来の抵抗加熱と異な

り、レーザ光をウェハだけに照射し加熱するので、超高速な昇降温が可能である［1］。我々はミニ

マルレーザ加熱装置の発展形としてレーザ加熱による表面平滑化を可能とするミニマルレーザ水

素アニール装置を平成 30 年度サポイン事業（現 Go-Tech 事業）により開発した。これまでに、カ

ンチレバー構造を作製し、その立体構造について水素アニールの表面処理効果を確認することが

できた［2］。今回は、より立体的な柱状構造に対してレーザ水素アニールを実施したので、その結

果について報告する。 

［実験方法］20mm 角 Si 基板に対してφ50μm 高さ約 60μm の円柱状の構造を深掘りエッチングに

て作成した。サンプルについては実験前に SPM 洗浄、HF 洗浄、純水洗浄を実施した。Fig.1 のよ

うにサンプルをハーフインチサイズのトレイにカットして載せ、ミニマルレーザ水素アニール装

置を用いて、水素流量 30cc/min、チャンバー圧力を 20kPa とし、プレアニールを 800℃で 30min、

アニールを 1100℃で 5min 実施した。 

［実験結果］Fig.2 に水素アニール前後の SEM 観察画像を示す。円柱形状は維持したまま、側面

の深掘りエッチングにより形成されたスキャロップが選択的に平滑化していることが確認できる。

本研究の一部は、東北大学マイクロ・ナノマシニング研究教育センターの設備を用いて行われた。 

［結論］本レーザ水素アニール技術は、微細な立体構造形成後に、表面を平坦化するのに非常に

効果的であることが見いだされた。 
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